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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　砥粒と、酸と、酸化剤と、アゾール類とを含有してなり、前記砥粒がコロイダルシリカ
であり、前記酸が１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸であり、前記酸化剤
が過酸化水素であり、前記アゾール類がベンゾトリアゾール、トリルトリアゾール、５－
アミノ－１Ｈ－テトラゾール、及びジメチルピラゾールから選ばれる少なくとも一種を含
む、磁気ディスク用基板を研磨する用途で使用される研磨用組成物。
【請求項２】
　前記アゾール類がベンゾトリアゾールを含む請求項１に記載の研磨用組成物。
【請求項３】
　前記アゾール類の含有量が０．００５質量％以上１質量％以下である請求項１又は請求
項２に記載の研磨用組成物。
【請求項４】
　無機酸及び有機酸のナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から選ばれる少なく
とも一種の化合物をさらに含有する請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の研磨用
組成物。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の研磨用組成物を用いて磁気ディスク用基
板を研磨する研磨工程を含む磁気ディスク用基板の製造方法。
【請求項６】
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　前記研磨工程が仕上げ研磨工程である請求項５に記載の磁気ディスク用基板の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気ディスク用基板を研磨する用途で使用される研磨用組成物及び磁気ディ
スク用基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁気ディスク用基板を研磨する用途で使用される研磨用組成物には、例えば、研磨用組
成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の表面に発生する
スクラッチが少ないことや、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度が高いこ
とが要求されている。例えば特許文献１には、こうした要求を満たすべく改良された研磨
用組成物が開示されている。特許文献１の研磨用組成物には、研磨用組成物を用いて磁気
ディスク用基板を研磨したときのスクラッチの発生を抑制するために有機ホスホン酸が含
有されている。しかしながら、特許文献１の研磨用組成物はスクラッチ及び研磨速度に関
する要求性能を十分に満足するものではなく、依然として改良の余地を残している。
【特許文献１】米国特許第６，８１８，０３１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、磁気ディスク用基板を研磨する用途での使用により適した研磨用組成
物及び磁気ディスク用基板の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の目的を達成するために、本発明は、砥粒と、酸と、酸化剤と、アゾール類とを含
有してなり、前記砥粒がコロイダルシリカであり、前記酸が１－ヒドロキシエチリデン－
１，１－ジホスホン酸であり、前記酸化剤が過酸化水素であり、前記アゾール類がベンゾ
トリアゾール、トリルトリアゾール、５－アミノ－１Ｈ－テトラゾール、及びジメチルピ
ラゾールから選ばれる少なくとも一種を含む、磁気ディスク用基板を研磨する用途で使用
される研磨用組成物を提供する。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、磁気ディスク用基板を研磨する用途での使用により適した研磨用組成
物及び磁気ディスク用基板の製造方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、本発明の一実施形態を説明する。
【０００７】
　本実施形態の研磨用組成物は、砥粒、酸、酸化剤、アゾール類及びその誘導体から選ば
れる化合物、並びに水を混合することにより製造される。従って、本実施形態の研磨用組
成物は、砥粒、酸、酸化剤、アゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物、並びに水か
ら実質的になる。この研磨用組成物は、磁気ディスク用基板を研磨する用途で使用される
。換言すれば、研磨製品としての磁気ディスク用基板を得るべく磁気ディスク用基板の半
製品を研磨する用途で使用される。本実施形態に係る研磨用組成物は、磁気ディスク用基
板の加工途中に一般的に実施される複数の研磨工程のうちの最終の研磨工程（仕上げ研磨
工程）で用いられることが好ましい。
【０００８】
　研磨用組成物中の砥粒は、磁気ディスク用基板を機械的に研磨する役割を担い、研磨用
組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度の向上に寄与する。
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【０００９】
　研磨用組成物に含まれる砥粒は、コロイダルシリカ、フュームドシリカ、沈降性シリカ
のようなシリカであってもよいし、ジルコニア、アルミナ、セリア及びチタニアのような
シリカ以外であってもよい。ただし、研磨用組成物に含まれる砥粒は好ましくはシリカで
あり、特に好ましくはコロイダルシリカである。研磨用組成物に含まれる砥粒がシリカで
ある場合、さらに言えばコロイダルシリカである場合には、研磨用組成物を用いて磁気デ
ィスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の表面に発生するスクラッチが低減さ
れる。
【００１０】
　研磨用組成物に含まれる砥粒の平均粒子径が０．００５μｍよりも小さい場合、さらに
言えば０．０１μｍよりも小さい場合には、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研
磨速度はあまり向上しない。また、研磨抵抗が大きくなりすぎて研磨機の振動を招く虞も
ある。従って、研磨速度の向上及び研磨機の振動低減のためには、研磨用組成物に含まれ
る砥粒の平均粒子径は０．００５μｍ以上であることが好ましく、より好ましくは０．０
１μｍ以上である。
【００１１】
　一方、研磨用組成物に含まれる砥粒の平均粒子径が１μｍよりも大きい場合には、研磨
用組成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の表面に発生
するスクラッチが増加したり、磁気ディスク用基板の表面粗度が増大したりする虞がする
。従って、磁気ディスク用基板の表面品質の維持のためには、研磨用組成物に含まれる砥
粒の平均粒子径は１μｍ以下であることが好ましい。砥粒の平均粒子径は、ＢＥＴ法によ
り測定される砥粒の比表面積から算出される。
【００１２】
　特に、研磨用組成物に含まれる砥粒がコロイダルシリカである場合、砥粒として研磨用
組成物に含まれるコロイダルシリカの平均粒子径に関して以下のことが言える。すなわち
、砥粒として研磨用組成物に含まれるコロイダルシリカの平均粒子径が０．２μｍよりも
大きい場合、さらに言えば０．０８μｍよりも大きい場合には、研磨用組成物中にコロイ
ダルシリカの沈殿が発生しやすくなる虞がある。また、研磨用組成物を用いて磁気ディス
ク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の表面に発生するスクラッチが増加したり
、磁気ディスク用基板の表面粗度が増大したりする虞もある。従って、コロイダルシリカ
の沈殿防止及び磁気ディスク用基板の更なる表面品質の向上のためには、砥粒として研磨
用組成物に含まれるコロイダルシリカの平均粒子径は０．２μｍ以下であることが好まし
く、より好ましくは０．０８μｍ以下である。
【００１３】
　研磨用組成物中の砥粒の含有量が０．０１質量％よりも少ない場合、さらに言えば０．
１質量％よりも少ない場合、もっと言えば１質量％よりも少ない場合には、研磨用組成物
による磁気ディスク用基板の研磨速度はあまり向上しない。また、研磨抵抗が大きくなり
すぎて研磨機の振動を招く虞もある。従って、研磨速度の向上及び研磨機の振動低減のた
めには、研磨用組成物中の砥粒の含有量は０．０１質量％以上であることが好ましく、よ
り好ましくは０．１質量％以上、最も好ましくは１質量％以上である。一方、研磨用組成
物中の砥粒の含有量が４０質量％よりも多い場合、さらに言えば２０質量％よりも多い場
合、もっと言えば１０質量％よりも多い場合には、砥粒の凝集が起こりやすくなって研磨
用組成物中に沈殿が発生しやすくなる虞がある。従って、砥粒の沈殿防止のためには、研
磨用組成物中の砥粒の含有量は４０質量％以下であることが好ましく、より好ましくは２
０質量％以下、最も好ましくは１０質量％以下である。
【００１４】
　研磨用組成物中の酸は、磁気ディスク用基板を化学的に研磨する役割を担い、研磨用組
成物による磁気ディスク用基板の研磨速度の向上に寄与する。
【００１５】
　研磨用組成物に含まれる酸は有機酸であってもよく、具体的には炭素数が１～１０の有
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機カルボン酸、有機ホスホン酸又は有機スルホン酸であってもよい。より具体的には、研
磨用組成物に含まれる酸は、クエン酸、マレイン酸、リンゴ酸、グリコール酸、コハク酸
、イタコン酸、マロン酸、イミノ二酢酸、グルコン酸、乳酸、マンデル酸、酒石酸、クロ
トン酸、ニコチン酸、酢酸、アジピン酸、ギ酸、シュウ酸、メチルアシッドホスフェート
、エチルアシッドホスフェート、エチルグリコールアシッドホスフェート、イソプロピル
アシッドホスフェート、フィチン酸、１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸
（略称ＨＥＤＰ）又はメタンスルホン酸であってもよい。その中でも、クエン酸、マレイ
ン酸、リンゴ酸、コハク酸、マロン酸、メチルアシッドホスフェート又はＨＥＤＰが好ま
しく、マレイン酸又はマロン酸が特に好ましい。研磨用組成物に含まれる酸がクエン酸、
マレイン酸、リンゴ酸、コハク酸、マロン酸、メチルアシッドホスフェート又はＨＥＤＰ
である場合には、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度が大きく向上し、そ
の中でもマレイン酸又はマロン酸である場合には、研磨用組成物による磁気ディスク用基
板の研磨速度が特に大きく向上する。
【００１６】
　また研磨用組成物に含まれる酸は無機酸であってもよく、具体的には、オルトリン酸、
ピロリン酸、ポリリン酸、メタリン酸、ヘキサメタリン酸のようなリン酸であってもよい
し、ホスホン酸、スルホン酸又は硫酸であってもよい。その中でも、オルトリン酸又はポ
リリン酸が好ましい。研磨用組成物に含まれる酸がオルトリン酸又はポリリン酸である場
合には、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度が大きく向上する。
【００１７】
　研磨用組成物中の酸の含有量が０．０１質量％よりも少ない場合、さらに言えば０．１
質量％よりも少ない場合には、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度があま
り向上しない。従って、研磨速度の向上のためには、研磨用組成物中の酸の含有量は０．
０１質量％以上であることが好ましく、より好ましくは０．１質量％以上である。一方、
研磨用組成物中の酸の含有量が４０質量％よりも多い場合、さらに言えば２０質量％より
も多い場合には、研磨用組成物の腐食作用が強くなりすぎる虞がある。その結果、研磨用
組成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の表面に面荒れ
が生じたり、研磨機が腐食しやすくなったりする虞がある。従って、腐食作用の適正化の
ためには、研磨用組成物中の酸の含有量は４０質量％以下であることが好ましく、より好
ましくは２０質量％以下である。
【００１８】
　研磨用組成物中の酸化剤は、磁気ディスク用基板の表面を酸化する作用を有する。酸化
剤によって磁気ディスク用基板の表面が酸化されると、砥粒による磁気ディスク用基板の
機械的な研磨が促進され、その結果、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度
が向上する。
【００１９】
　研磨用組成物に含まれる酸化剤は、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度
の向上及び研磨用組成物の安定性の向上のためには、過酸化水素であることが好ましい。
【００２０】
　研磨用組成物中の酸化剤の含有量が０．１質量％よりも少ない場合、さらに言えば０．
３質量％よりも少ない場合には、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研磨速度があ
まり向上しない。従って、研磨速度の向上のためには、研磨用組成物中の酸化剤の含有量
は０．１質量％以上であることが好ましく、より好ましくは０．３質量％以上である。一
方、研磨用組成物中の酸化剤の含有量が５質量％よりも多い場合、さらに言えば１質量％
よりも多い場合には、研磨用組成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気デ
ィスク用基板の表面に面荒れが生じる虞がある。従って、面荒れ防止のためには、研磨用
組成物中の酸化剤の含有量は５質量％以下であることが好ましく、より好ましくは１質量
％以下である。
【００２１】
　研磨用組成物中のアゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物は、研磨用組成物を用



(5) JP 5025204 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の表面に発生するスクラッ
チを低減する作用を有する。この作用は、磁気ディスク用基板の表面にアゾール類及びそ
の誘導体から選ばれる化合物による保護膜が形成されることによるものと推測される。な
お、アゾール誘導体は、例えば、アゾール類の分子内の炭素原子又は窒素原子に結合して
いる水素原子が他の原子団で置き換えられたものである。
【００２２】
　研磨用組成物に含まれるアゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物は、ジアゾール
類、トリアゾール類、テトラゾール類及びそれらの誘導体から選ばれる化合物であっても
よい。より具体的には、研磨用組成物に含まれるアゾール類及びその誘導体から選ばれる
化合物は、ベンゾトリアゾール、トリルトリアゾール、５－アミノ－１Ｈ－テトラゾール
、ジメチルピラゾール及びそれらの誘導体から選ばれる化合物であってもよい。その中で
も、研磨用組成物に含まれるアゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物は、ベンゾト
リアゾールであることが好ましい。
【００２３】
　研磨用組成物中のアゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物の含有量が０．００５
質量％よりも少ない場合、さらに言えば０．０１質量％よりも少ない場合には、研磨用組
成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の表面に発生する
スクラッチがあまり低減されない。従って、スクラッチの低減のためには、研磨用組成物
中のアゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物の含有量は０．００５質量％以上であ
ることが好ましく、より好ましくは０．０１質量％以上である。一方、研磨用組成物中の
アゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物の含有量が１質量％よりも多い場合、さら
に言えば０．５質量％よりも多い場合には、磁気ディスク用基板の表面に形成されるアゾ
ール類及びその誘導体から選ばれる化合物による保護膜によって磁気ディスク用基板の研
磨が抑制される虞がある。そしてその結果、研磨用組成物による磁気ディスク用基板の研
磨速度が低下する虞がある。従って、研磨速度の低下防止のためには、研磨用組成物中の
アゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物の含有量は１質量％以下であることが好ま
しく、より好ましくは０．５質量％以下である。
【００２４】
　本実施形態によれば以下の利点が得られる。
【００２５】
　本実施形態の研磨用組成物には、磁気ディスク用基板の表面に発生するスクラッチを低
減する作用を有するアゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物が含まれているため、
この研磨用組成物によれば、研磨用組成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに
磁気ディスク用基板の表面に発生するスクラッチを低減することができる。また、本実施
形態の研磨用組成物には、磁気ディスク用基板を機械的に研磨する役割を担う砥粒と、磁
気ディスク用基板を化学的に研磨する役割を担う酸が含まれているため、この研磨用組成
物によれば、磁気ディスク用基板を高い研磨速度で研磨することができる。よって、本実
施形態によれば、磁気ディスク用基板を研磨する用途での使用に適した研磨用組成物を提
供することができる。
【００２６】
　前記実施形態は次のように変更されてもよい。
【００２７】
　前記実施形態の研磨用組成物には、ナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から
選ばれる化合物を添加してもよい。その中でも、好ましくはカリウム塩である。研磨用組
成物に添加されるナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から選ばれる化合物は、
クエン酸、マレイン酸、リンゴ酸、グリコール酸、コハク酸、イタコン酸、マロン酸、グ
ルコン酸、乳酸、マンデル酸、酒石酸、クロトン酸、ニコチン酸、酢酸、アジピン酸、ギ
酸、シュウ酸、メチルアシッドホスフェート、エチルアシッドホスフェート、エチルグリ
コールアシッドホスフェート、イソプロピルアシッドホスフェート、フィチン酸、ＨＥＤ
Ｐ、メタンスルホン酸などの有機酸の塩であってもよいし、オルトリン酸、ピロリン酸、
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ポリリン酸、メタリン酸、ヘキサメタリン酸、ホスホン酸、スルホン酸、硫酸などの無機
酸の塩であってもよい。その中でも、研磨用組成物に添加されるナトリウム塩、カリウム
塩及びアンモニウム塩から選ばれる化合物は、リン酸塩、ホスホン酸塩又はクエン酸塩で
あることが好ましく、特に好ましくはリン酸水素二カリウムのようなリン酸塩である。
【００２８】
　ナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から選ばれる化合物を研磨用組成物に添
加すると、研磨用組成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基
板の表面に発生するスクラッチが低減される。これは、塩の添加により、研磨用組成物の
ｐＨが上昇すること及び緩衝作用が向上することによるものと推測される。また、リン酸
塩の場合には、磁気ディスク用基板の表面にリン酸塩による保護膜が形成されることもそ
の理由と推測される。
【００２９】
　研磨用組成物中のナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から選ばれる化合物の
含有量が０．０１質量％よりも少ない場合、さらに言えば０．１質量％よりも少ない場合
には、研磨用組成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨したときに磁気ディスク用基板の
表面に発生するスクラッチがあまり低減されない。従って、スクラッチの低減のためには
、研磨用組成物中のナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から選ばれる化合物の
含有量は０．０１質量％以上であることが好ましく、より好ましくは０．１質量％以上で
ある。一方、研磨用組成物中のナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から選ばれ
る化合物の含有量が３０質量％よりも多い場合、さらに言えば１０質量％よりも多い場合
には、研磨用組成物の安定性が低下する虞がある。従って、研磨用組成物の安定性の低下
を防止するためには、研磨用組成物中のナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩か
ら選ばれる化合物の含有量は３０質量％以下であることが好ましく、より好ましくは１０
質量％以下である。
【００３０】
　前記実施形態の研磨用組成物には二種類以上の砥粒が含有されていてもよい。
【００３１】
　前記実施形態の研磨用組成物には二種類以上の酸が含有されていてもよい。
【００３２】
　前記実施形態の研磨用組成物には二種類以上のアゾール類及びその誘導体から選ばれる
化合物が含有されていてもよい。
【００３３】
　前記実施形態の研磨用組成物には必要に応じて防黴剤、防食剤、消泡剤、キレート剤等
を添加してもよい。
【００３４】
　前記実施形態の研磨用組成物は研磨用組成物の原液を水で希釈することによって調製さ
れてもよい。
【００３５】
　次に、本発明の実施例及び比較例を説明する。
【００３６】
　コロイダルシリカ、酸、酸化剤、アゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物、カリ
ウム塩、並びに水を適宜に混合することにより参考例１～１４，１６～２２，２４，２５
、実施例１５，２３及び比較例１～１８の研磨用組成物を調製した。参考例１～１４，１
６～２２，２４，２５、実施例１５，２３及び比較例１～１８の研磨用組成物中のコロイ
ダルシリカ、酸、酸化剤、アゾール類及びその誘導体から選ばれる化合物、並びにカリウ
ム塩の詳細は表１～３に示すとおりである。
【００３７】
　表１～３の“研磨速度”欄には、参考例１～１４，１６～２２，２４，２５、実施例１
５，２３及び比較例１～１８の各研磨用組成物を用いて、磁気ディスク用基板を下記研磨
条件で研磨したときに、下記計算式により求められる研磨速度について評価した結果を示
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す。“研磨速度”欄中、１（優）は研磨速度が０．１μｍ／分以上であったことを示し、
２（良）は０．０７μｍ／分以上０．１μｍ／分未満、３（やや不良）は０．０４μｍ／
分以上０．０７μｍ／分未満、４（不良）は０．０４μｍ／分未満であったことを示す。
【００３８】
　研磨条件
　　研磨対象物：　ニッケルリン無電解メッキ層を備え、表面粗さＲａの値が６Åである
直径約９５ｍｍ（３．５インチ）の磁気ディスク用基板１０枚
　　研磨機：　スピードファム（株）の両面研磨機“ＳＦＤＬ－９Ｂ”
　　研磨パッド：　ＦＩＬＷＥＬ（株）の“ＦＪＭ－０１”
　　研磨荷重：　７．８ｋＰａ（８０ｇ／ｃｍ２）
　　下定盤回転数：　３０ｒｐｍ
　　研磨用組成物の供給速度：　４０ｍＬ／分
　　研磨時間：　８分間
　計算式
　　研磨速度［μｍ／分］＝研磨による基板の重量減少量［ｇ］／（基板面積［ｃｍ２］
×ニッケルリンメッキの密度［ｇ／ｃｍ３］×研磨時間［分］）×１０４

　表１～３の“スクラッチ”欄には、参考例１～１４，１６～２２，２４，２５、実施例
１５，２３及び比較例１～１８の各研磨用組成物を用いて上記研磨条件で研磨した磁気デ
ィスク用基板において計測されるスクラッチの個数について評価した結果を示す。“スク
ラッチ”欄中、１（優）は、VISION PSYTEC社の“MicroMax VMX2100”を用いて計測され
るスクラッチの個数が２０未満であったことを示し、２（良）は２０以上４０未満、３（
やや不良）は４０以上６０未満、４（不良）は６０以上であったことを示す。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
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【表２】

【００４１】
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【表３】

　表１～３に示すように、各実施例の研磨用組成物では研磨速度及びスクラッチに関して
実用上満足できる結果が得られた。それに対し、比較例１～１８では研磨速度及びスクラ
ッチのいずれかに関して実用上満足できる結果が得られなかった。
【００４２】
　次に、前記実施形態から把握できる技術的思想について以下に記載する。
【００４６】
　・　前記砥粒の平均粒子径が０．００５～１μｍである前記研磨用組成物。
【００４７】
　・　研磨用組成物中の前記砥粒の含有量が０．０１～４０質量％である前記研磨用組成
物。
【００５３】
　・　研磨用組成物中の前記酸の含有量が０．０１～４０質量％である前記研磨用組成物
。
【００５５】
　・　研磨用組成物中の前記酸化剤の含有量が０．１～５質量％である前記研磨用組成物
。
【００５６】
　・　無機酸及び有機酸のナトリウム塩、カリウム塩及びアンモニウム塩から選ばれる前
記少なくとも一種の化合物が、リン酸塩、ホスホン酸塩及びクエン酸塩から選ばれる少な
くとも一種の化合物である前記研磨用組成物。
【００５７】
　・　磁気ディスク用基板の研磨方法であって、
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　前記研磨用組成物を用意する工程と、
　前記研磨用組成物を用いて磁気ディスク用基板を研磨する工程と
を備える方法。
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